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摘要(译)

薄膜晶体管包括基板，基板上的缓冲层，缓冲层上的半导体层，半导体
层上的栅极绝缘层，栅极绝缘层上的栅极，整个表面上的层间绝缘层所
述基板具有所述栅电极，第一接触孔和第二接触孔，以及所述层间绝缘
层上的源电极和漏电极，与所述栅电极绝缘，并且具有通过所述第一接
触孔与所述半导体层连接的部分。有机发光二极管显示器可以包括薄膜
晶体管以及在基板的整个表面上的钝化层，以及第一电极，有机层和第
二电极，它们位于钝化层上并且与第一电极，有机层和第二电极电连
接。源极和漏极。
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